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(54) Title: SUBSTRATE HOLDING DEVICE WITH SUPPORT PROTRUSIONS WHICH ORIGINATE FROM AN ANNULAR
GROOVE

(54) Bezeichnung : SUBSTRATHALTEVORRICHTUNG MIT AUS EINER RINGNUT ENTSPRINGENDEN
TRAGVORSPRUNGEN

(57) Abstract: The invention relates to a device for holding at least one substrate (20) in a processing chamber of a CVD or PVD
reactor, having a flat upper face in which at least one bearing pocket (2) for receiving the at least one substrate (20) is located, said
bearing pocket being delimited by at least one positioning edge (3). The bearing pocket (2) has a bearing pocket base (4) from which
a support protrusion (8) originates in the vicinity of the positioning edge (3), said support protrusion forming a support zone (9)
which is surrounded by a lateral wall (10) and which lies on a support plane (E) that is vertically spaced farther from a base (6) of a
groove (5) surrounding the support protrusion (8) than from the bearing pocket base (4). In order to increase the temperature
homogeneity on the upper face of the substrate, the groove (5) extends into a depression (11), the vertical level of which lies
between the base (6) of the groove (5) and the bearing pocket base (4). The support protrusion (8) and/or the groove (5) surrounding
the support protrusion (8) is/are arranged at a horizontal distance from the positioning edge (3).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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RS, SE, SL, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, Veroffentlicht:
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betriftt eine Vorrichtung zur Halterung mindestens eines Sub- strates (20) in einer Prozesskammer eines CVD-oder
PVD-Reaktors, in dessen flacher Oberseite sich zumindest eine von zumindest einer Positionierflanke (3) begrenzte Lagertasche
(2) zur Authahme des mindestens einen Substrates (20) befindet, wobei die Lagertasche (2) einen Lagertaschenboden (4) aufweist,
aus dem in der Nachbarschatt der Positionierflanke (3) ein Tragvorsprung (8) entspringt, der eine von einer Seitenwand (10)
umgebene Auflagezone (9) ausbildet, die in einer Auflageebene (E) liegt, welche von einem Boden (6) einer den Tragvorsprung
(8) umgebenen Nut (5) einen groferen Vertikalabstand aufweist als vom Lagertaschenboden (4). Zur Erhéhung der
Temperaturhomogenitét auf der Oberseite des Substrates ist vorgesehen, dass sich die Nut (5) in einer Vertiefung (11) erstreckt,
deren Vertikalniveau zwischen dem Boden (6) der Nut (5) und dem Lagertaschenboden (4) liegt. Der Tragvorsprung (8) und/oder
die den Tragvorsprung (8) umgebende Nut (5) besitzen einen horizontalen Abstand von der Positionierflanke (3).
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Beschreibung

Substrathaltevorrichtung mit aus einer Ringnut entspringenden Tragvor-
spriingen

Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Halterung mindestens eines
Substrates in einer Prozesskammer eines CVD- oder PVD-Reaktors, in dessen
flacher Oberseite sich zumindest eine von zumindest einer Positionierflanke
begrenzte Lagertasche zur Aufnahme des mindestens einen Substrates befindet,
wobei die Lagertasche einen Lagertaschenboden aufweist, aus dem in der
Nachbarschaft seines an die mindestens eine Positionierflanke angrenzenden
Randes ein Tragvorsprung entspringt, der eine von einer Seitenwand umgebe-
ne Auflagefliche/-zone ausbildet, die in einer Auflageebene liegt, welche von
einem Boden einer den Tragvorsprung umgebenen Nut einen grofieren Verti-

kalabstand aufweist als vom Lagertaschenboden.

Stand der Technik

[0002] Die US 2003/0209326 Al beschreibt einen Suszeptor mit Lagertaschen
jeweils zur Aufnahme eines Substrates. Jede Lagertasche besitzt einen Lagerta-
schenboden. Der Boden erstreckt sich bis hin zu Positionierflanken, die den
Rand der Lagertasche definieren. In der Nachbarschaft der Positionierflanke
sind im Lagertaschenboden an verschiedenen Umfangspositionen Aushebun-
gen vorgesehen, aus denen Tragvorspriinge entspringen, die mit einer Stirnfla-
che Auflagetldchen ausbilden, auf denen die Unterseite des Substrates autliegt,

so dass das Substrat hohl in der Lagertasche liegt.

[0003] Aus der US 2014/0287142 Al ist ein Suszeptor vorbekannt, bei dem aus
dem Boden einer Lagertasche parallel zum Rand laufende Rippen entspringen,

auf denen der Rand des Substrates aufliegt. Die Rippen sind von der Positio-



10

15

20

25

WO 2017/148734 PCT/EP2017/053862

nierflanke in Radialeinwirtsrichtung der Lagertasche beabstandet. Die Rippen
umgeben einen Zentralbereich, der eine Vertiefung aufweist. der die Rippen
unmittelbar umgebende Bereich des Bodens der Lagertaschen verlduft eben auf
einen derartigen Niveau, dass dort der Abstand zwischen Lagertaschenboden

und Unterseite des Substrates minimal ist.

[0004] Aus der US 5,645,647 ist ein Suszeptor vorbekannt, bei dem ein Lager-

platz fiir ein Substrat von einer Positionierflanke begrenzt ist.

[0005] Die DE 10 2012 108 986 A1 beschreibt einen Substrathalter einer CVD-
Vorrichtung, der aus einer flachen Scheibe mit einer Oberseite und einer Unter-
seite besteht. Die Oberseite weist taschenartige Strukturen auf. Jede dieser
Strukturen bildet einen Lagerplatz fiir jeweils ein kreisrundes Substrat. Rand-
abschnitte von Sockeln der Oberseite bilden Positionierflanken zur Lagefixie-
rung jeweils eines einer Vielzahl von auf der Oberseite des Substrathalters an-
geordneten Substraten. Der Rand der Substrate ruht auf vereinzelten Tragvor-
spriingen, die an die Positionierflanke angrenzen. Der in die Lagerfldche des
Lagerplatzes hineinragende Abschnitt des Tragvorsprungs ist von einem Gra-
ben umgeben. Die Sockel haben einen dreieckigen Grundriss, sind voneinander
beabstandet und in der Lage, die Substrate in einer hexagonalen Anordnung zu

positionieren.

[0006] Die DE 20 2015 118 215 beschreibt einen Suszeptor, bei dem sich entlang
der Positionierflanke eines Sockels ein Graben erstreckt, aus dem ein Tragvor-
sprung hervorragt. Beschrieben wird dort auch ein Tragvorsprung, der von
einer Ringnut umgeben ist, wobei die Ringnut einen im Querschnitt gerundeten
Bogen aufweist, der knickstellenfrei unter Ausbildung einer Seitenwand in eine

Auflagefldache zur Auflage des Substrates tibergeht.
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[0007] Ein gattungsgemdfler Suszeptor wird insbesondere in einem CVD-
Reaktor verwendet, wo er den Boden einer Prozesskammer ausbildet. Der Sus-
zeptor wird von unten, bspw. durch Warmestrahlung, aufgeheizt. Durch
Wairmeleitung gelangt die Strahlungswarme zur Oberseite des Suszeptors, aut
dem die Substrate in den dort angeordneten Lagertaschen einliegen. Oberhalb
der Oberseite des Suszeptors befindet sich die Prozesskammer, deren Decke
von einem Gaseinlassorgan ausgebildet wird. Die zum Suszeptor weisende
Gasaustrittstliche des Gaseinlassorgans besitzt eine Temperatur, die von der
Oberflachentemperatur des Suszeptors abweicht. Der Temperaturunterschied
zwischen Gasaustrittsfliche und Suszeptoroberseite kann mehrere 100°C betra-
gen, so dass es aufgrund des zwischen Suszeptor und Gaseinlassorgan beste-
henden Temperaturgradienten zu einem sehr hohen Wiarmefluss vom Suszep-
tor zum Gaseinlassorgan kommt. Zufolge dieses Warmeflusses bildet sich in-
nerhalb des Suszeptors ein vertikaler Temperaturgradient, aber auch im Bereich
der Lagertasche ein vertikaler Temperaturgradient aus. Der Warmefluss in
dem Bereich, in dem das Substrat hohl {iber dem Boden der Lagertasche liegt
und dem Bereich, in dem es auf Tragfldchen der Tragvorspriinge aufliegt, ist
verschieden. Dartiber hinaus gibt es einen vertikalen Warmezufluss von der

Positionierflanke in das Substrat.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Mafinahmen anzugeben,
um den horizontalen Temperaturgradienten auf der Oberfldche eines zu be-
schichtenden Substrates zu minimieren, mithin das laterale Temperaturprofil

zu homogenisieren.

[0009] Gelobst wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen angegebene Er-

findung. Die Unteranspriiche stellen nicht nur vorteilhafte Weiterbildungen
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der im Hauptanspruch angegebenen Erfindung dar. Die Unteranspriiche bil-

den auch eigenstindige Losungen der Aufgabe.

[0010] Mit denin den Anspriichen angegebenen und den im Folgenden be-
schriebenen technischen Merkmalen wird die Temperaturhomogenitit auf der
Substratoberfldche verbessert. Die Differenz einer tiefsten auf der Substratober-
flache gemessenen Temperatur von einer hochsten auf derselben Substratober-
flache gemessenen Temperatur wird durch die im Folgenden vorgeschlagenen
Mafinahmen gegentiber dem Stand der Technik vermindert. Zundchst und im
Wesentlichen wird vorgeschlagen, dass die Nut, aus der der Tragvorsprung
entspringt, selbst wiederum in einer Vertiefung angeordnet ist. Die Vertiefung
erstreckt sich auf einem Vertikalniveau unterhalb des Bodens der Lagerfliche,
aber oberhalb des Bodens der Nut, so dass das Vertikalniveau der Vertiefung
zwischen dem Boden der Nut und dem Lagertaschenboden liegt. Der Lagerta-
schenboden verlduft im Wesentlichen flach in einer Ebene. Zur Erhohung der
Temperaturhomogenitat auf der Substratobertldche ist jedoch auch vorgesehen,
dass der Lagertaschenboden vertikale Strukturen, bspw. gegentiiber einem La-
gertaschenniveau erhohte Bereiche und gegentiber einem Lagertaschenniveau
vertiefte Bereiche aufweist. Es ist insbesondere vorgesehen, dass der Tragvor-
sprung einen Abstand von der Positionierflanke besitzt. Es ist auch vorgese-
hen, dass die den Tragvorsprung umgebende Nut einen Abstand zur Positio-
nierflanke besitzt. Die Vertiefung kann einen ersten Vertiefungsabschnitt besit-
zen, der den Abstandsraum zwischen der Nut und der Positionierflanke aus-
tillt. Die Vertiefung grenzt somit bis an die Positionierflanke, so dass die Posi-
tionierflanke auf dem Rand des ersten Vertiefungsabschnittes verlauft. An den
ersten Vertiefungsabschnitt kann sich ein zweiter Vertiefungsabschnitt an-
schliefSen. Bevorzugt schlieffen sich an den ersten Vertiefungsabschnitt in
Umfangsrichtung der Randbegrenzung des Lagerplatzes zwei zweite Vertie-
fungsabschnitte an, die jeweils an die Positionierflanke angrenzen. Es kann ein

dritter Vertiefungsabschnitt vorgesehen sein, der dem ersten Vertiefungsab-
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schnitt - bezogen auf den Tragvorsprung - gegeniiberliegt. Der erste, zweite
und dritte Vertiefungsabschnitt sind bevorzugt so angeordnet, dass sie die Nut,
welche wiederum den Tragvorsprung umgibt, vollstindig umgeben. Der
Tragvorsprung liegt somit mitsamt der ihn umgebenden Nut als Insel in einer
gegeniiber dem Lagerflichenniveau vertieften Ebene, die den Vertiefungsboden
bildet. Der Tragvorsprung ist insbesondere derart von der Positionierflanke
beabstandet, dass er vom Rand des Substrates vollstandig {iberdeckt wird. Auf
der Autlagezone des Tragvorsprungs liegt somit ein vom Rand des Substrates
in Richtung auf das Zentrum des Substrates beabstandeter Flachenabschnitt der
Unterseite des Substrates auf. Die Auflagezone ist eine nahezu punktférmige
Fliche. Sie hat bevorzugt einen Durchmesser von maximal 0,7 mm, 0,5 mm
oder maximal 0,3 mm. Der Mittelpunkt der Auflagezone ist bevorzugt mindes-
tens 4 mm von der Positionierflanke beabstandet. Die Auflagezone kann knick-
stellenfrei in die im Querschnitt gerundete Seitenwand des Tragvorsprungs
tibergehen. Die Seitenwand kann sich auf einer gewolbten Fldche erstrecken,
die im Querschnitt auf einer Kreisbogenlinie verlauft. Auch der Querschnitt
der Nut kann auf einer Kreisbogenlinie verlaufen. Sie bildet einen den Trag-
vorsprung umgebenden Ringgraben. Die beiden Kreisbogenlinien sind entge-
gengesetzt gekriimmt und gehen im Bereich eines Querschnittwendepunktes
ineinander tiber. Der Boden der Nut verlduft auf einer Scheitellinie einer von
der Nut ausgebildeten Kehle. Der radial dufsere Rand der Nut kann gerundet
oder unter Ausbildung einer Fase in den Vertiefungsboden tibergehen. Der
Vertiefungsboden erstreckt sich bevorzugt auf einer Ebene, die parallel zum
Lagerflichenniveau und parallel zur Auflageebene sich erstreckt. Der Vertie-
fungsrand, an dem der Vertiefungsboden endet, wird bevorzugt von einer Stufe
ausgebildet. Unter Ausbildung dieser Stufe geht der Vertiefungsrand in die
Lagertaschen-Bodenflidche tiber. Eine Lagertasche ist bevorzugt von mindes-
tens sechs, bevorzugt voneinander beabstandeten Sockeln umgeben, die jeweils
eine Positionierflanke ausbilden. Die Positionierflanken kénnen auf einer ge-

meinsamen Kreisbogenlinie verlaufen. Jede Positionierflanke kann aber auch
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insbesondere in ihrer Mitte einen geradlinig verlaufenden Abschnitt aufweisen.
Bevorzugt verlduft die Positionierflanke dort, wo sie an die Vertiefung an-
grenzt, geradlinig. Es sind bevorzugt sechs Tragvorspriinge mit jeweils einer
Auflagefldache vorgesehen, die in Umfangsrichtung entlang einer Kreisbogenli-
nie innerhalb des bevorzugt kreistormigen Begrenzungsrandes der Lagertasche
in gleichméfsiger Winkelverteilung angeordnet sind. Samtliche Auflagefldchen
der Tragvorspriinge liegen in der Auflageebene. Der vertikale Abstand der
Auflageebene vom Lagertaschenboden betrdgt bevorzugt 400 um. Der Abstand
kann in einem Bereich zwischen 300 und 500 pm liegen. Der vertikale Abstand
des Nutbodens von der Auflageebene kann in einem Bereich zwischen 500 und
900 um liegen. Der vertikale Abstand der Auflageebene vom Vertiefungsboden
betragt bevorzugt 500 um, so dass die Stufe zwischen Vertiefung und Lagerta-
schenboden etwa 100 um betrdgt. Dieser Abstand kann in einem Bereich zwi-
schen 300 und 700 um liegen, so dass die Stufe auch kleiner als 100 um, aber

auch grofier als 100 pm sein kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand bei-

gefligter Zeichnung erldutert. Es zeigen:

Fig. 1  die Draufsicht auf die Oberseite eines Suszeptors 1, der eine
Vielzahl von in einer hexagonal dichtesten Packung angeordne-
te Lagertaschen 2 aufweist jeweils zur Lagerung eines kreis-
runden Substrates, wozu jede der nicht am Rand liegenden La-
gertaschen 2 von sechs Sockeln 19 umgeben ist, welcher jeweils

eine Positionierflanke 3 aufweist,

Fig. 2 vergrofiert den Ausschnitt IT in Figur 1,
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Fig. 3 vergrofiert den Ausschnitt III in Figur 2,

Fig. 4  den Schnitt geméfs der Linie IV-IV in Figur 3 und

Fig. 5  eine Darstellung gemafs Figur 4, jedoch mit auf dem Tragvor-

sprung 8 aufliegendem Substrat 20.

Beschreibung der Ausfithrungsformen

[0012] Die Figur 1 zeigt einen kreistormigen, flachen, aus Graphit, Molybdén,
Quarz oder einem anderen geeigneten Material bestehenden Suszeptor 1. Der
Suszeptor 1 besitzt eine im Wesentlichen flache Oberseite und eine im Wesent-
lichen flache Unterseite. Die Oberseite ist mit Vertikalstrukturen versehen, mit
denen Lagerplitze 2 fiir jeweils ein Substrat 20 ausgebildet werden. Auch auf
der Unterseite konnen Vertikalstrukturen zur Beeinflussung der Warmeleitung
vorgesehen sein. Der Suszeptor 1 wird in einem CVD-Reaktor verwendet. Ei-
nen CVD-Reaktor mit einem nach aufien gasdicht geschlossenen Gehiuse zeigt
die DE 10 2011 055 061 Al. Innerhalb des Gehduses befindet sich auf einem un-
teren Hohenniveau eine Heizung, bei der es sich um eine Widerstandsheizung,
eine Strahlungsheizung oder um eine Induktionsheizung handeln kann. Mit
dieser Heizung wird Wiarme erzeugt, die insbesondere mittels Warmestrahlung
auf den oberhalb der Heizung angeordneten Suszeptor 1 tibertragen wird.
Oberhalb der Oberseite des Suszeptors befindet sich eine Prozesskammer, in
die durch ein Gaseinlassorgan ein Prozessgas eingespeist wird. Das Gasein-
lassorgan bildet die obere Begrenzung der Prozesskammer und besitzt Gasaus-
trittsoffnungen, durch die das Prozessgas in die Prozesskammer einstromen
kann. Die zur Prozesskammer weisende Gasaustrittsfliche des Gaseinlassor-
ganes ist bevorzugt gekiihlt, wohingegen die dieser gegeniiberliegende, die
Substrate 20 tragende Oberseite des Suszeptors auf eine Temperatur aufgeheizt

wird, die mehrere 100°C hoher ist, als die Oberflichentemperatur des Gasein-
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lassorganes. Zur Aufrechterhaltung dieses Temperaturgradienten ist ein sehr
hoher Warmefluss vom Suszeptor 1 zum Gaseinlassorgan erforderlich. Dieser
Warmefluss bedingt einen vertikalen Temperaturgradienten innerhalb des Sus-

zeptors 1.

[0013] Auf der Oberseite des Suszeptors 1 befindet sich eine Vielzahl von La-
gerpldtzen 2 jeweils zur Lagerung eines kreisscheibenférmigen Substrates 20.
Jeder Lagerplatz 2 wird von insgesamt sechs in etwa dreieckigen, voneinander
beabstandeten Sockeln 4 eingefasst. Jeder Lagertaschenboden 4 besitzt drei Po-
sitionierflanken 3, die in gleichméfiiger Umfangsverteilung um den Begren-

zungsrand eines Lagerplatzes 2 angeordnet sind.

[0014] Die Figur 2 zeigt einen Lagerplatz mit sechs Positionierflanken 3, die in
Umfangsrichtung voneinander beabstandet sind. Jede Positionierflanke 3 weist
auf das Zentrum der kreisformigen Lagertasche 2 hin. In Richtung auf das
Zentrum befindet sich unmittelbar angrenzend an die Positionierflanke 3 eine
Vertiefung 11. Bei der Positionierflanke 3 handelt es sich um eine Vertikalfli-
che, die dufiere gekriimmte Bereiche und einen mittleren in etwa geradlinig ver-
laufenden Bereich aufweist. Entlang des geradlinig verlaufenden Bereichs der
Positionierflanke 3 erstreckt sich ein erster Abschnitt 16 der Vertiefung 11. Der
erste Vertiefungsabschnitt 16 befindet sich zwischen zwei zweiten Vertiefungs-
abschnitten 17, die ebenso wie der erste Vertiefungsabschnitt 16 bis unmittelbar

an die Positionierflanke 3 angrenzen.

[0015] Innerhalb der Vertiefung 11, deren Vertiefungsboden 12 auf einer Ebe-
ne sich erstreckt, befindet sich eine ringférmige Nut 5. Aus der Querschnitts-
darstellung Figur 4 geht hervor, dass die Nut 5 eine Kehle mit einem gerunde-
ten Querschnitt ausbildet. Es handelt sich um eine Ringkehle, deren Quer-

schnittskontur vom Radius Ri1 bestimmt wird. Ein tiefster Bereich der Nut 5
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bildet einen Nutboden 6 aus, der um einen Abstand Ds von einer Auflageebene
E beabstandet ist. Die Nut 5 erstreckt sich kreisbogenférmig um einen Mittel-
punkt und besitzt einen radial dufferen Nutrand 7, in dem die Nut 5 unter Aus-
bildung einer Verrundung oder einer Fase 15 in den Vertiefungsboden 12 {iber-
geht. Der Vertiefungsboden 12 verlduft parallel zur Auflageebene E und ist von

der Auflageebene E durch einen Abstand D2 beabstandet.

[0016] Die radial nach innen weisende Wand der Nut 5, die im Querschnitt
entlang des Radius R1 verlduft, geht in einem Wendepunkt 14, der in der Drauf-
sicht eine Kreisbogenlinie um das Zentrum der Nut 5 beschreibt, in einen Trag-
vorsprung 8 tiber. Der Tragvorsprung 8 besitzt eine ringtérmige Seitenwand
10, die im Querschnitt auf einer Bogenlinie mit einem Radius Rz verlduft. Die
Seitenwand 10 geht in eine Auflagezone 9 tiber, die das Zentrum des Tragvor-

sprungs 8 ausbildet und die in der Auflageebene E verlduft.

[0017] Der Tragvorsprung 8 bildet somit eine kuppelférmige Auswolbung der

Vertiefung 11 aus, die von einer Nut 5 umgeben ist.

[0018] Die Nut 5 ist vollstindig von dem Vertiefungsboden 12 der Vertiefung
11 ringsumgeben. Dem ersten Vertiefungsabschnitt 16 liegt ein dritter Vertie-

fungsabschnitt 18 gegentiber. Bezogen auf den Mittelpunkt der Lagertasche 2,
liegt der dritte Vertiefungsabschnitt 18 radial innenseitig des Tragvorsprungs 8

und der erste Vertiefungsabschnitt 16 radial aufSenseitig des Tragvorsprungs 8.

[0019] Der Durchmesser der Auflagezone 9 betrdgt 0,2 mm. Die Auflagezone
9 ist im Wesentlichen eine sich in der Auflageebene E erstreckende ebene Fla-

che.
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[0020] Der dritte Vertiefungsabschnitt 18 grenzt unter Ausbildung eines kreis-
formigen Vertiefungsrandes 13, der sich um das Zentrum des Tragvorsprungs 8
erstreckt, an den Lagertaschenboden 4, der im Wesentlichen eben verlduft. Der
Lagertaschenboden 4 ist um den Abstand Di1 von der Auflageebene E beab-
standet. Bevorzugt haben die Abstdande folgende Werte: Dy =400 pm; D2 = 500
um und Ds =700 pm.

[0021] Die Figur 5 zeigt einen Querschnitt wie die Figur 4, jedoch ist mit der
Bezugsziffer 20 ein auf dem Tragvorsprung 8 aufliegendes Substrat bezeichnet.
Das Substrat 20 liegt an insgesamt sechs Punkten jeweils auf einem Tragvor-
sprung 8 auf. Der Zentralbereich des Substrates 20 liegt mit einem Abstand D1
hohl tiber dem Lagertaschenboden 4. Die Unterseite des Substrates 20 liegt

dann in der Auflageebene E.

[0022] Die vorstehenden Ausfithrungen dienen der Erlduterung der von der
Anmeldung insgesamt erfassten Erfindungen, die den Stand der Technik zu-
mindest durch die folgenden Merkmalskombinationen jeweils auch eigenstan-

dig weiterbilden, ndmlich:

[0023] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sich die Nut 5
in einer Vertiefung 11 erstreckt, deren Vertikalniveau zwischen dem Boden 6

der Nut 5 und dem Lagertaschenboden 4 liegt.

[0024] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Tragvor-
sprung 8 und/oder die den Tragvorsprung 8 umgebende Nut 5 einen horizon-

talen Abstand von der Positionierflanke 3 besitzt.
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[0025] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der horizontale
Abstand zwischen Nut 5 und Positionierflanke 3 von einem ersten Abschnitt 16

der Vertiefung 11 ausgefiillt ist.

[0026] Eine Vorrichtung, die gekennzeichnet ist durch sich an den ersten Ver-
tiefungsabschnitt 16 anschliefende, an die Positionierflanke 3 angrenzende

zweite Abschnitte 17 der Vertiefung 11.

[0027] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der erste Vertie-
fungsabschnitt 16 und die beiden zweiten Vertiefungsabschnitte 17 zusammen
mit einem dem ersten Vertiefungsabschnitt 16 gegentiberliegenden dritten Ver-

tiefungsabschnitt 18 die Nut 5 unterbrechungsfrei umgeben.

[0028] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Tragvor-
sprung 8 vom Rand des Substrates 20 vollstindig tiberdeckt wird.

[0029] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mittelpunkt
der Auflagezone 9 mindestens 4 mm von der Positionierflanke 3 beabstandet

ist.

[0030] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Auflagezo-
ne 9 eine Ebene E mit einem Durchmesser von maximal 0,7 mm oder maximal

0,5 mm, bevorzugt maximal 0,3 mm ist.

[0031] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die im Quer-
schnitt gerundete Seitenwand 10 knickstellenfrei in die Auflagezone 9 {ibergeht
und/oder dass die im Querschnitt gerundete Seitenwand 10 sich knickstellen-
frei von der Auflagezone 9 bis hin zum Nutboden 6 der Nut 5 erstreckt

und/oder dass der Nutboden 6 von einem Scheitel einer gerundeten Kehle
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ausgebildet ist, die unter Ausbildung einer Fase 15 oder einer Verrundung in

den Vertiefungsboden 12 {ibergeht.

[0032] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Vertie-

fungsboden 12 eine Ebene ist, die parallel zur Auflagefliche 9 verladuft.

[0033] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lagertasche
2 mindestens sechs insbesondere in Umfangsrichtung auf einer Kreisbogenlinie

gleich beabstandete Tragvorspriinge 8 aufweist.

[0034] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Vertikalab-
stand D1 zwischen der Auflagezone 9 und dem Lagertaschenboden 4 etwa 400
um, ein vertikaler Abstand D> zwischen Auflagezone 9 und Vertiefungsboden
12 etwa 500 pm und ein vertikaler Abstand Ds; zwischen Auflageebene E und

Nutboden 6 etwa 700 pm betragt.

[0035] Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich, aber auch in Kombination
untereinander) erfindungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird
hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beigeftigten Prioritéts-
unterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch
zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Anspriiche vorliegender An-
meldung mit aufzunehmen. Die Unteranspriiche charakterisieren mit ihren
Merkmalen eigenstindige erfinderische Weiterbildungen des Standes der
Technik, insbesondere um auf Basis dieser Anspriiche Teilanmeldungen vorzu-

nehmen.
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Liste der Bezugszeichen

1  Suszeptor E  Auflageebene
2 Lagertasche, -platz

3  Positionierflanke

4  Lagertaschenboden

5 Nut D1 Abstand
6  Nutboden D2 Abstand
7 Nutrand Ds Abstand
8  Tragvorsprung Ri  Radius
9  Auflagefldache R> Radius
10  Seitenwand

11  Vertietung

12 Vertiefungsboden

13 Vertietungsrand

14 Wendepunkt

15 Fase

16  Vertiefungsabschnitt

17 Vertiefungsabschnitt

18  Vertiefungsabschnitt

19  Sockel

20  Substrat
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Anspriiche

1.  Vorrichtung zur Halterung mindestens eines Substrates (20) in einer Pro-
zesskammer eines CVD- oder PVD-Reaktors, in dessen flacher Oberseite
sich zumindest eine von zumindest einer Positionierflanke (3) begrenzte
Lagertasche (2) zur Aufnahme des mindestens einen Substrates (20) befin-
det, wobei die Lagertasche (2) einen Lagertaschenboden (4) aufweist, aus
dem in der Nachbarschaft der Positionierflanke (3) ein Tragvorsprung (8)
entspringt, der eine von einer Seitenwand (10) umgebene Auflagezone (9)
ausbildet, die in einer Auflageebene (E) liegt, welche von einem Boden (6)
einer den Tragvorsprung (8) umgebenen Nut () einen grofieren Vertikal-
abstand aufweist als vom Lagertaschenboden (4), dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Nut (5) in einer Vertiefung (11) erstreckt, deren Vertikal-
niveau zwischen dem Boden (6) der Nut (5) und dem Lagertaschenboden

(4) liegt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragvor-
sprung (8) und/oder die den Tragvorsprung (8) umgebende Nut (5) einen

horizontalen Abstand von der Positionierflanke (3) besitzt.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der horizontale Abstand zwischen Nut (5) und Positi-
onierflanke (3) von einem ersten Abschnitt (16) der Vertiefung (11) ausge-

fullt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet
durch sich an den ersten Vertiefungsabschnitt (16) anschliefSende, an die
Positionierflanke (3) angrenzende zweite Abschnitte (17) der Vertiefung

(11).
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Vertiefungsabschnitt (16) und die beiden
zweiten Vertiefungsabschnitte (17) zusammen mit einem dem ersten Ver-
tiefungsabschnitt (16) gegeniiberliegenden dritten Vertiefungsabschnitt
(18) die Nut (5) unterbrechungsfrei umgeben.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Tragvorsprung (8) vom Rand des Substrates (20)

vollstindig tiberdeckt wird.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mittelpunkt der Auflagezone (9) mindestens 4 mm

von der Positionierflanke (3) beabstandet ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auflagezone (9) eine Ebene (E) mit einem Durch-
messer von maximal 0,7 mm oder maximal 0,5 mm, bevorzugt maximal

0,3 mm ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die im Querschnitt gerundete Seitenwand (10) knick-
stellenfrei in die Auflagezone (9) tibergeht und/oder dass die im Quer-
schnitt gerundete Seitenwand (10) sich knickstellenfrei von der Auflage-
zone (9) bis hin zum Nutboden (6) der Nut (5) erstreckt und/oder dass der
Nutboden (6) von einem Scheitel einer gerundeten Kehle ausgebildet ist,
die unter Ausbildung einer Fase (15) oder einer Verrundung in den Vertie-

fungsboden (12) tibergeht.
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vertiefungsboden (12) eine Ebene ist, die parallel

zur Auflagefldche (9) verladuft.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagertasche (2) mindestens sechs insbesondere in
Umfangsrichtung auf einer Kreisbogenlinie gleich beabstandete Tragvor-

spriinge (8) aufweist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Vertikalabstand (D1) zwischen der Auflagezone (9)
und dem Lagertaschenboden (4) etwa 400 um, ein vertikaler Abstand (D)
zwischen Auflagezone (9) und Vertietungsboden (12) etwa 500 pm und
ein vertikaler Abstand (Ds) zwischen Auflageebene (E) und Nutboden (6)
etwa 700 pm betrigt.

Vorrichtung, gekennzeichnet durch eines oder mehrere der kennzeich-

nenden Merkmale eines der vorhergehenden Anspriiche.
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